
図１：抵抗測定用素子簡易構造図 
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【はじめに】多接合太陽光電池は、バンドギャップの異なるセルを多重に重ね、太陽光ス

ペクトルを有効活用することにより高効率を得る太陽電池である。我々は、これまでその

製法として Pd ナノ粒子を接合界面に導入したスマートスタック技術[1]を開発、GaAs/InP

系 4 接合太陽電池で効率 30.4％[2]、GaAs/CIGS 系 3 接合太陽電池で効率 24.2%[3]を実証

してきた。本発表では、スマートスタックによる接合界面の知見を得るため[4]、特に接合

抵抗に注視し評価および低抵抗化のメカニズムを検討したので報告する。 

【実験】図１には、接合抵抗の評価に用いた素子構造を示す。GaAs エピ構造からなるリフ

ァレンス素子 A と、典型的な接合条件により作製したスマートスタック素子 B からなる。

接合抵抗は、電流-電圧特性より各々の抵抗値を導出し、その差分とした（図２）。これより、

本測定例での接合抵抗は 1.68Ωcm²であり、Pd ナノ粒子を介在しない構造では数百Ωcm2

以上を有することから、Pd 導入による顕著な抵抗削減が確認された。また、本実験では接

合工程におけるプラズマ処理の時間依存性を詳細に検討し、Pd の還元処理が抵抗低減に重

要な効果を果たしていることを確証した。今後、スマートスタック法における接合メカニ

ズムの理解を深耕し、より高効率（>35%）多接合太陽電池の実現を目指す。 
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A と B の差分より接合抵抗は 

約 1.68[Ωcm2]と確認できた。 図 2：抵抗値測定結果 IV グラフ 
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